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ResearchSociety
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Vol.361,
pp.551-556
1995.8
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Minamikawa
.Shimizu
レーザアブレーションによる光磁気記録用
ビスマス置換希土類一鉄ガーネット薄膜の
作製（解説）
応用物理
第64巻、第3号
pp､220-225
1995.3 森本章治
清水立生
FerroelectricPropertiesofPZTThin
FilmsDepositedbyLaserAblationon
NickelAlloyElectrodeforusewith
SiliconSubstrate
Ferroelectrics
Vol､157,
pp.381-386
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??????
?
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（2）口頭発表（発表者名、テーマ名、学会等名、年月日）
一
アーマ 名 学会等名
MgOバッファ層を用いてSi基板上へレーザアブ 第56回応用物理学会学術講
レーション法により作製したPZT薄膜の 演会
電気特性
レーザアブレーション法による(BaxSr,_×） 第12回強誘電体応用会議
TiO3薄膜作製時における酸素圧力の
効果
レーザアブレーション法によるGaAsならびに 第12回強誘電体応用会議
Si上でのMgOバッファ層を用いた高配向PZT
薄膜の作製
パルスレーザアブレーション法によるPZT 第42回応用物理学関係連合
強誘電体薄膜の作製 講演会
｢光励起プロセスの新展開」
－新しい光源とその応用一
シンポジウム
Ti-Al-N電極を用いたPZTキャパシタのし 第42回応用物理学関係連合
－ザアブレーション法による作製 講演会
レーザアブレーション法によるGaAsならびに 第42回応用物理学関係連合
Si基板上でのMgOバッファ層を用いた高配向 講演会
PZT薄膜の作製
レーザアブレーション法による(BaxSr,_×） 第42回応用物理学関係連合
TiO3薄膜作製における酸素ガス圧力の影響 講演会
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